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Aktif siizgec uygulamalarinda kullanilmak {izere 0.35um CMOS teknolojisi ile
bir DO-OTA yapis1 tasarlayimz. (OTA kutuplama akimmin Iss < 100pA
bolgesinde, egiminin de gm < 150uA/V bolgesinde secilmesi Onerilir.
Tasarlanacak DO-OTA C. > 25pF’lik kapasitif yiiklerle calistirilacaktir.

Yukarida belirtilen calisma bolgesi icinde

- Egimin band genisliginin f3q8 > 75 MHz

- Giris isaretinin lineer degisim araliginin -1V < Viy< 1V

- Cikis geriliminin lineer degisim araliginin -1V < Vour < 1V
- Cikis direncinin R, R 2100 MQ

- Yiikselme egiminin SR < 10V/usn (Iss = 100pA icin)
olmasi beklenmektedir.

a- Devreyi tasarlayarak transistorlarin boyutlarim belirleyiniz.
SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin
b- DC akim gecis Kkarakteristigini ¢ikartimz; (I, kutuplama akimi

parametre olarak alinacaktir),
c- DC gerilim gecis karakteristigini cikartiniz; (ISS kutuplama akimi

parametre olarak alinacaktir),
d- gm: ve gmo gecis iletkenliklerinin I kutuplama akimi ile degisimlerini

(8mi= gmi (L), 8mz = gmo(I ), kutuplama akimi bagimsiz degisken olarak
alinacaktir),
e- g ve g gecis iletkenliklerinin frekansla degisimini (Iss kutuplama

akim parametre olarak alinacaktir),

f- Zo+ ve Zo- cikis empedanslariin frekansla degisimini (Iss kutuplama
akimi parametre olarak alinacaktir), her kutuplama akimi icin cikis
direncini ve ¢ikis kapasitesini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuclar1 yorumlaymmz, OTA tasariminda oOngordiigiiniiz
hedeflere ulasip ulasamadigimz arastiriniz.



